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【はじめに】 我々のグループでは抵抗変化メモリの絶縁材料に陽極酸化ポーラスアルミナを用

い、その絶縁膜に電気化学処理を施すことで絶縁膜を低抵抗化し、スイッチング電圧のばらつき

の抑制を試みている[1][2] 。本研究では、硫酸ニッケルと硫酸銅溶液を用いた電気化学処理が電

流－電圧特性に及ぼす影響について調べた。 

【実験】アルミニウム基板を 2 ステップ陽極酸化することで規則配列した細孔を有するポーラ

スアルミナ／下部アルミニウム電極を作成した。この試料に対して、硫酸ニッケルと硫酸銅をそ

れぞれ用いたパルス電界メッキ法による電気化学(ET) 処理を施した後、上部電極にインジウムを

取り付け、インジウム／アルミナ／アルミニウムキャパシタを作成した。これらの電流－電圧特

性を直流二端子法で電圧スイープにより測定し、スイッチング電圧のばらつきや繰り返し耐久性

の評価を行った。 

【結果】 図 1 の (a) に硫酸ニッケル溶液、(b) に硫酸銅溶液で、電気化学処理を施した試料の

電流－電圧特性を示す。(a) では繰り返し耐久性は高いが、ウィンドウが開いていないことがわ

かる。一方、(b) ではスイッチング電圧のばらつきが改善され、ウィンドウも明確に見える。両方

の結果から、明らかな異なる特性を確認することができた。当日はより詳細な結果を示すと共に、

電解液依存性について考察する。 

[1] S. Otsuka, et al.: Japanese Journal of Applied Physics, 51, 06FF11 (2012). 

[2] S. Furuya, et al.: Japanese Journal of Applied Physics, 52, 06GF07 (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 絶縁膜に対して電気化学処理に硫酸ニッケル溶液(a) 及び, 硫酸銅溶液(b)を用いた試料の電流－電圧特性 
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